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Exercice 12.3: dimensionnement (1)
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PaARB Exercice 12.3: dimensionnement (1) d@% =

Condition:
Charge Decharge
Rpcout = RN Cout — Cout = Cout
Wott,  Wyty
WP — lun — 3
Wy Hp
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Exercice 12.3: dimensionnement (2)
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PaARB Exercice 12.3: dimensionnement (2) % =

Charge Decharge Condition:
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PUSB Ex. 12.3: Question supplémentaire d@% =

* Quelle est cette fonction ?

Wp=3 Wn

* Dessinez le circuit CMOS correspondant et

analysez les temps de charge et de décharge

pour le «worst casey.

|
s
* En utilisant la méme technologie (p,=,/3),
C

optimisez le rapport W /W,

A B

Out
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a8 Exercice E12.2: Addition binaire e,

Exemple d’addition binaire:

Principe
1101 + 1001 =10110
C4€3¢, ¢ 0 10010 C
X3 Xy X1 Xy 1101 A
Y32 V1Yo + 1001 B
— C4535251 5 = 10110 S
Xq Y3 Xp Yo X Yo
X Y X Y X Y
c, = COUT CIN . lcour o COUT CIN|e— c,=0
S S S
S3 So S

P.A. Besse, EPFL Ch.12, p.8, “Solutions” Composants semi-conducteurs, 2025



PUPB Exercice E12.2: « Full adder » d@%

Calculez la table de verité et montrez qu’elle correspond a une addition binaire

Vip Voo

var! vor AdeBoﬁ coﬁ A

e B0

c o B o
. + P

c — B — I - C |

A 8L A AL sHL e L 0]

a -

la 1b 2a 2b  2c¢

28 transistors
Zimmermann, Fichtner, IEEE journal of solid-state circuits, Vol. 32, No. 7, pp. 1-12.
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PUPB Full Adder: layout

Weste/Harris, « CMOS VLSI design », Addison-Wesley
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PUB Table de vérité: « full adder » (1)

AAAAOOOO>
AAOOAAoow
OO0 |O0|0

retenue somme
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Au moins
un «0» et
un «1»
—1nverter

A =B=1 {

Table de verite: « full adder » (1)

A B C CcO CO S
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
retenue somme
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PUPB Exercice E12.2: « Full adder » d@%

Calculez la table de verité et montrez qu’elle correspond a une addition binaire

Vip Voo

var! vor AdeBoﬁ coﬁ A

e B0

c o B o
. + P

c — B — I - C |

A 8L A AL sHL e L 0]

a -

la 1b 2a 2b  2c¢

28 transistors
Zimmermann, Fichtner, IEEE journal of solid-state circuits, Vol. 32, No. 7, pp. 1-12.
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Au moins
un «0» et
un «1»
—1nverter

A =B=1 {

Table de verite: « full adder » (1)

A B C CcO CO S
0 0 0 1 0
0 0 1 1 0
0 1 0 C=1 0
0 1 1 | C=0| 1
1 0 0 [C=1] 0
1 0 1 C=0 1
1 1 0 0 1
1 1 1 0 1
retenue somme
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PUB Table de vérité: « full adder » (1)

A B C CcO CO S S
A=B=C=0 0 0 0 1 0

0 0 1 1 0
Au moins 0 1 0 1 0
0 S N B
>inverter 1 0 0 1 0

1 0 1 0 1

1 1 0 0 1
A=B=C=1 1 1 1 0 1

retenue somme
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PUPB Exercice E12.2: « Full adder » d@%

Calculez la table de verité et montrez qu’elle correspond a une addition binaire

Vip Voo

var! vor AdeBoﬁ coﬁ A

e B0

c o B o
. + P

c — B — I - C |

A 8L A AL sHL e L 0]

a -

la 1b 2a 2b  2c¢

28 transistors
Zimmermann, Fichtner, IEEE journal of solid-state circuits, Vol. 32, No. 7, pp. 1-12.
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PUB Table de vérité: « full adder » (1)

A B C | cO| co | S S
A=B=C=0 0 0 0 1 0 1 0

0 0 1 1 0 CO=0 1
w0 1 0 1 0 |CO=0| 1
u 2(1)2 et 0 1 1 0 1 CO=1 0
>inverter 1 0 0 1 0 CO=0 1

1 0 1 0 1 CO=1 0

1 1 0 0 1 CO=1 0
A=B=C=1 1 1 1 0 1 0 1

retenue somme
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PUB Table de vérité: « full adder » (2)

A B C CcO CO S S
0 0 0 1 0 1 0
0 0 1 1 0 0 1
0 1 0 1 0 0 1
0 1 1 0 1 1 0
1 0 0 1 0 0 1
1 0 1 0 1 1 0
1 1 0 0 1 1 0
1 1 1 0 1 0 1
retenue somme
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Exercice 12.6:
2P

Full adder: alternative

Déterminez les boites correspondantes avec paralléle €-> série
VDD

T T

S S R W

Vo o %77
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Exercice 12.6:
2P

Full adder: alternative

Déterminez les boites correspondantes avec paralléle €-> série
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Exercice 12.6:

Full adder: alternative

Longue chaine de transistors en série - Lent ! Version standard
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